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SVF10NG60OF/T/S/IK
Is MOS 10
A
Ism P-N 40
Vsp Is=10A  Vgs=0V 1.3 \'
Tor Is=10A Vgs=0V 542 - ns
Qrr dIr/dt=100A/uS ( 2 4.18 - uC
1. L=30mH 1as=6.0A Vpp=100V Rg=25Q T,=25°C
2. <300us <2%
3.
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TO-220F-3L
A
. Al SYMBOL | MIN NOM MAX
A 442 470 502
/—¢P A1 230 2.54 2.80
T Kt7< ‘ A3 250 2.76 3.10
Q {¥} ‘ {}} b 0.70 0.80 0.90
i | | HI b2 — — 1.47
{T} W {i% C 0.35 0.50 0.65
! D 15, 15.87 16.25
D~ D1 15.30 1575 16.
D1 D2 9.30 9.80 10.30
E 9.73 10. 10.36
e 2.54BCS
T H1 6.40 6.68 7.00
L 12 12.98 13.48
L1 / / 3.50
P 3.00 3.18 3.40
Q 3.05 3.30 355
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	产品规格分类

	极限参数(除非特殊说明，TC=25(C)

	热阻特性

	电气参数(除非特殊说明，TC=25(C)

	源-漏二极管特性参数

	典型特性曲线

	典型特性曲线（续）

	典型测试电路

	封装外形图

	封装外形图(续)




